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Одной их проблем физики квантовых точек (КТ) является учет эффек-
тов квантового ограничения на экситон-фононные взаимодействия и оцен-
ка частот фононов различной природы. Решение этих вопросов было 
предпринято нами для полупроводниковых КТ CdSe/ZnS и нанокомпози-
тов «КТ-краситель» в растворах при исследовании температурной (77-295 
К) зависимости параметров полос поглощения и фотолюминесценции (по-
ложение в шкале энергий Egap, интенсивность I(t), полуширина FWHM, 
стоксовский сдвиг ΔST). Сопоставление экспериментальных данных (точ-
ки) и теоретических расчетов (сплошные линии) приведено ниже на ри-
сунке  

 

 

 

 

 
На основании анализа полученных результатов сделаны следующие 

выводы. Спектры ФЛ более чувствительны к LO фононам оболочки ZnS и 
поверхностным состояниям. При переходе к низкой температуре фазовая 
перестройка слоя пассивирующего лиганда изменяет величину стоксов-
ского сдвига и природу экситон-фононных взаимодействий  (переход от 
LO фононов оболочки ZnS к LO фононам ядра CdSe), при этом природа 
пассивирующего лиганда (ТОФО или длинноцепочечные амины) сущест-
венно влияет на экситон-фононные взаимодействия. Селективное оптиче-
ское возбуждение может влиять на фазовую перестройку лиганда, что обу-
словлено электронной связью молекул лиганда с поверхностными состоя-
ниями КТ. Экситон-фононные взаимодействия не являются единст-
венным механизмом, определяющим изменения оптических свойств КТ и 
нанокомпозитов «КТ-краситель» в растворах при вариации температуры. 
Процессы с участием поверхностных состояний неэкситонной природы 
могут также влиять на релаксационную динамику ФЛ квантовых точек. 
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 experimental data
 Einstein approximation
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Egap(0)=2,386 eV
κ=0,2358 K
Einstein temperature ΘE=207 K
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Chi^2/DoF = 9.8823E-8
R^2 =  0.9975
Γinh 0.08529 ±0.0027    eV
σ 0.00001 ±0.00004  eV
ΓLO 0.05913 ±0.00717  eV
ELO 0.03733 ±0.01062  eV
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Data: Data2_B
Model: user11 
  
Chî 2/DoF = 0.0001
R^2 =  0.99782
  
P1 0.43652 ±0.23857
P2 9.02405 ±0.84003
P3 13.86436 ±5.43194
P4 2.64784 ±0.19698
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